
Q1：台特化為何鎖定 SEG(特用電子級氣體)與 SEC(特用電子級化學品)為發展主 

軸？ 

A1：台灣高科技產業長期以來所需大量使用的特用電子級氣體與化學品，幾乎 

皆仰賴進口，造成國內產業發展的隱憂。故台特化鎖定 SEG(特用電子級氣 

體)與 SEC(特用電子級化學品)為發展主軸，即是為提高國內關鍵電子材料及 

化學品的自主性，且為產業發展略盡棉薄之力。故在產品策略上採取： 

l 致力生產科技產業所需之高純度原物料。 

l 提高產品之附加價值及高毛利。 

l 提高生產技術門檻，使競爭者不易投入。 

l 非大規模生產之精密無機化學品，致力產品之精緻化。 

l 以初級原物料進行純化或聚合，讓產品高值化。  

 

Q2：Silane(矽甲烷)與 Disilane(矽乙烷)之功能用途與市場前瞻性為何？ 

A2：Silane(矽甲烷)與 Disilane(矽乙烷)均屬 SEG(特用電子級氣體)，其主要功能用 

途為作薄膜沉積用。其中 Silane (SiH4,四氫化矽,矽甲烷)主要應用產業包括 

LCD面板、太陽能電池、節能玻璃及混氣等產業。依據某主要生產大廠 

的分析，預計至 2017年，台灣及中國大陸用量將分別可達 1,500噸以上，全 

球用量可達 6,000噸。2014 ~ 2017年之 Silane市場用量估計請詳下表： 

噸                        年 2014 2015 2016 2017 

台灣用量 1,100 1,200 1,400 1,500 

大陸用量 1,200 1,400 1,600 1,800 

全球用量 4,400 4,800 5,500 6,000 

 

    另 Disilane (Si2H6,六氫化矽,矽乙烷)主要應用在高質化的電子產業包括 

DRAM、晶圓代工、LED晶圓及矽衍生化學品等產業，在高質化的應用面向 

上，有部份取代 Silane的趨勢。預計至 2017年，台灣用量可達 16噸、中國 

大陸用量可達 25噸，全球用量可達 80噸；若預計取代 10%的 Silane用量時， 

則市場需求量在 2017年有達 600噸的潛力。2014 ~ 2017年之 Disilane用量估 

計請詳下表：  

噸                        年 2014 2015 2016 2017 

台灣用量 11 13 14 16 

大陸用量   6 15 20  25 

全球用量  32 50  60 80 

 

目前市場價格 Silane為每公斤數拾美元，Disilane為每公斤數仟美元，其原 

因為 Disilane產品之生產技術難度高(本公司已成功研發 Silane及 Disilane分 

離技術)，目前全球僅主要兩家廠商可生產，且市場供不應求並預期未來市 

場需求將更為增加，故價差達百倍；且由於 Disilane的優良緻密度與較 Silane 



低沉積溫度的特性，故對於高科技產品追求大面積、低多層沉積厚度、次製 

程等與品質的需求下，Disilane有部份取代 Silane的趨勢，市場需求因此具 

有爆發性擴大的可能。 

(請詳表<一>說明與「交大跨國研究 突破奈米元件尺寸極限」一文) 
 
此二產品除可廣泛應用在上述不同產業，在未來並可應用在 3D列印、高速 

輪胎等產業，故不受單一產業景氣循環之影響，可有效分散風險。且不論上 

述不同產業歷經幾世代製程設備的提昇與更新，均必須用到此二產品。 

 

表<一>：與 SiH4 相比，Si2H6 應用上之優勢說明 

               說明 

產業                     

與 SiH4 相比，Si2H6 應用上之優勢說明  

 

薄膜太陽能電池 

(Thin-film solar cells) 

 

l 在 a-SiGe薄膜的應用上，使用 Si2H6代替 SiH4能夠取得

大面積均勻合膜。 

l 在μc-SiGe薄膜的應用上，使用 Si2H6代替 SiH4能夠在增

加薄膜中鍺含量的同時，又能降低晶格缺陷，進而提升薄

膜的光電性能。 

半導體 

(Semiconductor) 

 

l 在磊晶矽(Epitaxial silicon)應用上，與 SiH4相比，Si2H6有

著磊晶速率快、成膜平滑性佳、III/V族元素參雜吸附率高

之優勢。 

l 由於在沉積厚度<5nm之 a-Si/poly-Si薄膜時，與傳統使用

SiH4相比，Si2H6能夠大幅改善製程中薄膜品質(ex.連續性

/平滑性)。因此，目前在邏輯/DRAM/NADA等晶片製造商

陸續導入 20nm節點製程後，Si2H6需求量明顯提升。 

薄膜電晶體 

(TFT) 

 

l 在 a-Si:H薄膜應用上，於 PECVD中發現，與 SiH4相比，

Si2H6有著沉積速率快(提升約 20%)、沉積薄膜中氫含量高

之優勢；且當添加少量 Si2H6進入到 SiH4中，發現可以在

較低的功率消耗下提升約 6倍沉積速率。 

l 在 LTPS薄膜應用上，於 LPCVD中發現，與 SiH4相比，

Si2H6能夠在高沉積速率下(沉積速率提升約 10倍)，形成

較高載子移動率之薄膜，進而縮小電晶體並提升效能。且

不同於典型 SiH4的沉積溫度(約 550°C)，Si2H6的沉積溫度

約可降低至 470°C，因此，可使用更為廉價的玻璃作為基

板製作電晶體。 

l 於柵氧化層(SiO2)中發現，與 SiH4相比，導入 Si2H6可減

少 Si-OH鍵生成比例，並降低懸掛鍵的缺陷密度。 

 



交大跨國研究 突破奈米元件尺寸極限 

作者： 江昭倫 | 中央廣播電台 – 2014年 1月 17日 上午 10:27 

奈米技術又有新突破！交通大學電子物理系助理教授周苡嘉與 IBM華生研究中

心進行跨國研究，成功突破現有極限，讓新一代的奈米元件尺寸可越做越小，並

發揮更高效能，對於未來半導體、電腦工業與生醫產業都將產生重大影響。該項

研發成果已登上最新一期國際著名期刊「Science科學」。 

半導體製程隨著摩爾定律的預測，元件隨著尺寸微縮，在二維面積中的密度以 2

年為週期以指數速率增加，其中，三維系統(如三維積體體電路)與三五族奈米線

等新材料在半導體元件的利用，是摩爾定律在 10nm以下能繼續發展的關鍵技術。 

交大電子物理系助理教授周苡嘉參與 IBM華生研究中心的跨國合作，經過數年

的研究，利用化學動力學原理，針對三五奈米線成長時的原子擴散、結構組織與

成長方式，在不同成長條件下影響原子移動的方式進行觀察，成功發現三五族奈

米線的原子級自組裝(self-assembly)成長機制與控制機制，突破現有奈米技術極

限，讓奈米尺寸元件可望進一步縮小，並發揮更大效能，對於未來奈米相關產業

發展將發揮重要的影響。周苡嘉說：『(原音)未來的半導體工業、電腦工業、還

有生醫產業裡面需要用到奈米元件的部分，它可以讓奈米元件越做越小，可以突

破目前現有技術的限制，達到更高效能、更高頻率、更低功率的原件，比如說手

機就可以越做越小，功能越來越多。』 

這次跨國研究成果不僅被刊登在「Science科學」國際期刊上，周苡嘉更是該篇

論文的第一作者，在研究過程中扮演關鍵角色。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Q3：台特化未來產品核心競爭力與競爭力來源為何？ 

A3：產品核心競爭力    

l 在地取代進口，並出口至中國大陸，運輸距離及風險皆為最低，可享就
近供應的地利。 

l 以改良式製程，有效移除磷烷、砷烷、乙硼烷及 III-V族微量金屬等電

子產品最在意的不純元素，讓品質優良來促進客戶有使用的誘因。 

l 使用改良式並已專利申請中的無機化學製程，產品中不含二氯、三氯、
四氯等氯化矽烷類雜質，相對較不會損害客戶端精密製程設備及管線，

符合客戶使用的優先必要條件。 

l 模組化生產線設計，可大幅降低生產成本及提供品質優良與穩定之產
品。 

l 成功產出市場上生產技術極難的矽乙烷氣體，毛利率快速提高，提升整
體競爭力。 

 

    競爭力來源 

l 已建立台特化擁有並專利申請中的完整矽甲烷及矽乙烷氣體生產線和
生產工藝技術。 

l 已培養出堅實優秀的生產技術及產品開發人才。 

l 已建立標準化及模組化製程產線及產能，可快速擴充，即時反應市場的
需求，沒有產線升級之重複投資支出，生產成本具有高度競爭力。 

l 已成功改良開發出電子級高純矽乙烷氣體生產分離技術，未來矽乙烷產
能可望達到全球第一。 

l 多項生產技術專利已申辦中，建構同業的競爭障礙，預估未來五年內台
灣及大陸不會發生明顯的矽乙烷競爭者。 

 

 

 

   

 


